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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor Wirmewiderstéinde - Min. Typ- Max.
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor Thermal resistance .
Anwendungen: HF-Verstarkerin Basis- Applications: RF-amplifier in-.common base 5P9Frfcthht~L{mgebung
schaltung in Dick- und Diinnfilmschaltungen  configuration in thick and thin film circuits Junction-ambient

auf Glassubstrat 72,71 mm

on glass substrat RinJa 6.7 K/mW
Besondere Merkmale: Features: auf Keramik 3051251
@ Kleine Ridwirkungskapazitéit @ Smull feedback capacitance on ceramic Rinla 045 KimW
@ Niedriger Rauschfaktor @ Low noise figure '

Statische Kenngrdfien
DC characteristics tamb = 25 °C— 5K

Abmessungen in mm Dimensions in- mm
Kollektor-Basis-Reststrom

Collector cut-off current

;.QIT%" - Ucg = 40 W |cao <1 500 nA
Gehduse Bauform Y, £ s — Case construction Y, Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
&hnlich:SOT 23 gl | . similar SOT 23 Collector-emitter breakdown voltoge
TGL 11 811 S TGL 11811 le =1 mA U@ryceo” 25 v
Plastgehduse - ! I Plastic case Emitter-Basis-Durehbruchspannung ’
Masse €a. 0,02 g s Lt Weight about 0.02 g Emitter-base breakdown voltoge
= | le = 10 pA U 4 v
! o N {BR) EBO
: e Basisstrom
Base current
Absolute Grenzdaten Uce=10VY, lc=1mA la 13 35 uhA
Absolute maximum ratings
Kollektar:Basis:Spannung Dynamische Kenngréfien
Collector-base voltage Ucso 40 v AC characteristics tamp = 25°C — 5K
Kollaktor-Emi‘tter-Spunnung _ Grenzireguenz
Colilector-etmtter voltage : Ucko 25 " Cut-off frequency
| Eml_tter-Busm-Spannung Ucg == 10V, lc =1 mA, f==100MHz forp 750 MHz
mitter-base voltage Ueso 4 v Rauschfaktor
Kollektorstrom Noise figure
Collector current Ie 25 mA Ueg = 10V, lc=1mA, f= 100 MHz,
Gesamtverlustlei.stun_g Yo = (5—] 3,3) mS F 1,8 4 dB
Total power dissipation Kollektor-Rickwirkungszeitkanstante
tamb =< 45 °C, Rynja = 0.7 K/mW Pt 150 mW Feedback time constant
Sperrschichttemperatur Uep =10V, Ic=1mA, f=30MH:z b Che 8.4 Ps
Junction temperature Y 130 °C Rickwirkungskapaozitat
Umgebungstemperaturbereich Feedback capacitance
Ambient temperature range tamb —55...4125  °C Ucg =10V, lg=0, f==10,7 MHz —Cr 0.1 035 ps
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range titg —55...}+150 °C
1 e e R e e o
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SFE 235

y-Parameter in Bosisschaltung {typ.)
y-parameters in common base configuration {typ.)

Uep=10V, lc=1mA, { =100 MHz dib 37 m3
Cib —é& DF
e 63 s
—¥rb 72 @
[yel 13 m3
— il —17 2
Hob 30 (18]
Cab 1.7 pF
} Messung erfolgt impulsmiiBig, tpll.’T =001, tp =03 ms
Pulse measurement
Protmw
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B0 i0 20 ' 20 40 60 B0 100TAIC Ko {tE
Betriebstemperaturberaich / ; 5 10V
Amblant termperature range N 50

1 Ripsa = 0,45 K/mW
auf Keramik/on ceramie 303121 mm

2 Rila = 0,7 K/mW
auf Glassubstrat/on class substrat 73731 mm
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